in bULLIIt:, Sla PCI 1 uiniLvila Ji iavuilaciv-
ne (necessita di alte temperature) sia per
le caratteristiche intrinseche del semicon-
duttore che, essendo a "gap indiretto" (1)
presenta un basso coefficiente di assorbi-
mento della radiazione visibile. A causa di
cid il silicio deve essere depositato in strati
di spessore rilevante oppure si deve ricor-
rere a complesse tecniche di intrappola-
mento della luce.

Al di la dell'uso del silicio, le tecnologie a
film sottile per la fabbricazione di moduli
fotovoltaici hanno comunque I'indubbio
vantaggio di prestarsi a produzioni su larga
scala, in cui il pannello rappresenta lo stato
finale di processi in linea e non |'assem-
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(Figura 1) hanno dimostrato su scala di
laboratorio (1 cm?) efficienze vicine al 20%
[1]. Il processo di deposizione del materia-
le assorbitore (CulnGaSe)), utilizzato per
ottenere tali alte efficienze, non é facilmen-
te scalabile a livello industriale in quanto
utilizza quattro sorgenti per la deposizione
del film di CulnGaSe,. E questo non per-
mette di ottenere uniformita di stechiome-
tria su larghe aree. Un processo del tutto
scalabile, in quanto utilizza la deposizione
degli strati di indio (In), gallio (Ga) e rame
(Cu) in sequenza I'uno sull'altro con susse-
guente annealing (2) in presenza di sele-
nio, da una buona uniformita su grandi

17,0 Si monocristallino (giunzione non standard) 17,0/24,7 = 69%
14,2 Si policristallino (giunzione standard) 14,2/21,2 = 67%
13,3 Si monocristallino (giunzione standard) 13,3/21,2 = 63%
13,2 "Ribbon" Si (giunzione standard) 13,2/21,2 = 62%
11,0 CIGS 11,0/19,9 = 55%
10,0 CdTe 10,0/16,5 = 60%
6,4 a-Si giunzione singola 6,4/10,0 = 64%
6,4 a-Si giunzione tripla 6,4/12,1 = 53%

Film sottili di CdTe

I punti fondamentali nel processo di fabbri-
cazione delle celle solari a film sottili in cui
il materiale assorbitore € CdTe sono: la
deposizione del film di CdTe, il trattamento
in atmosfera di cloro e il contatto elettrico
sul CdTe.

Differenti industrie e gruppi di ricerca
utilizzano metodi di deposizione diversi per
costruire le celle CdTe/CdS (Figura 2). In
genere, la tecnica di deposizione usata per
il CdTe & presa come marchio identificativo
della tecnologia del produttore. Le celle
solari con pil alta efficienza sono state pre-
parate con la tecnica della Close-Spaced
Sublimation (CSS). Il record di efficienza
(16,5%) & stato ottenuto su una cella di
piccola area (1cm2) nel Laboratorio
Nazionale per le Energie Rinnovabili
(NREL) americano, utilizzando un processo
complesso che minimizza le varie perdite
ottiche ed elettriche [2]; al posto di un
semplice TCO (4), viene applicato un com-
plesso doppio strato di stannato di zinco
(Zn,Sn04, ZTO) sopra a uno strato a
bassa resistivita di stannato di cadmio
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